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１．概要（Summary） 

半導体素子の微細化、高集積化に伴い、半導体製造

プロセス中での低ダメージ化が要求されている。製造プロ

セスの一つであるアッシングには、従来酸素プラズマが採

用されているが、より低温かつ低ダメージの新たなプロセ

スが必要である。我々は、高純度オゾンガスとエチレン

（C2H4）ガスの反応による OH ラジカル生成技術 [1] 

（OER法：Ozone- Ethylene Reaction method）を用い

て、室温にて低ダメージのアッシングを可能にした。 

本報告は、室温環境下にてOER法を用いたレジストア

ッシング量を接触式段差計で求めた結果を紹介する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

触針式段差計 

【実験方法】 

Fig. 1に本実験に用いた装置の模式図を示す。オゾン

ガス、C2H4 ガスは処理面積拡張を考慮してシャワーヘッ

ドにより供給した。Siウエハ上にレジスト作製後、半面をポ

リイミドテープにてマスキングをした。OER 処理後にポリイ

ミドテープを剥がし、マスキング境界の段差を測定するこ

とで、アッシング量を算出した。 
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Fig. 1 Schematic diagram of ashing process. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2はサンプルに 10分間OER処理後にマスキング

を剥がして段差を測定した結果である。マスキング境界で

約 10000 Åの段差が生じたことが分かる。このことから、

OER処理により、レジストを約 10000 Åアッシングできた

と推定できる。 
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Fig. 2 Result of ashing amount. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献[1] T. Miura et al., 12th International 

Conference on Atomically Controlled Surfaces, 

Interfaces and Nanostructures in conjunction with 

21st International Colloquium on Scanning Probe 

Microscopy.  

・共同研究者：明電舎 亀田直人・阿部綾香・ウーガン・三

浦敏徳・森川良樹・花倉満 
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